1. SAYISAL SISTEMLERE GiRi$

Lojik devre temelleri dersinde, kisaca sayisal elektronik devrelerin analizi
ve tasariminin temel kavram ve yontemlerinin dgretilmesini amaclamistir.
Konu ayrica lojik tasarimi, anahtarlama devreleri, sayisal lojik ve sayisal
tasarim gibi baska adlarla da anilir. Sayisal devreler; sayisal bilgisayarlar,
elektronik hesap makineleri, sayisal kontrol cihazlari, sayisal iletisim
techizati gibi sistemlerin tasariminda ve elektronik sayisal donanim
gerektiren daha birgok uygulamada kullaniimaktadir.
Derste giris bolUminden sonra sayisal sistemlerde kullanilan sayi
sistemleri, sonraki bolumde ise temel kavram ve yontemler anlatiimistir.
Dersin son bdélimunde birlesimsel (combinatorial) devreler ele alinmis,
sayisal lojik kapi devreleri, analiz ve tasarim yontemleri anlatiimigtir.
Lojik devre temelleri dersi ile ilgili bilgilere ve ders notlarina erismek igin
Internet adresi agagida verilmistir.
Ek bilgi Internet adresi : http://www.tuncayuzun.com/ veya
www.yildiz.edu.tr/~uzun

1.1. Sayisal Sistemlere Giris
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Sekil 1-1 Sayisal Sistem Uygulamalari
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a) analog isaret b) sayisal igaret c) ikili sayisal igaret

Sekil 1-2 Analog ve sayisal isaretlerin zamana bagl degisimleri

Analog Bilgisayar (Analog Computer)
Cozulmek istenen matematiksel ifade — analog elektrik devresi
Girigs=elektriksel isaret — islem analog — sonug¢=analog elektrik isareti

Sayisal Hesaplayici “Bilgisayar” (Digital Computer)”
Cozulmek istenen matematiksel ifade — yazilim
Giris bilgisi=sayisal — islem=program — c¢ikis bilgisi=sayisal
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1.2. Sayisal Lojik Tliimlesik Devre Teknolojisi

Sayisal elektronik devreler, elektronik devre Uretim teknolojisinin
gelisimine paralel olarak gelismis ve Onceleri elektromekanik roleler,
elektron tupleri, ayrik transistorlar ve yakin zamandan gunumuze kadar
da timlesik devreler kullanilarak gergeklestiriimiglerdir. Tumlegsik devre
teknolojisinin gelismesiyle degisik Ozelliklerde lojik devreler ortaya
cikmistir.

1920°’li yillardan itibaren roleler ve kontaktdrler mantik devrelerinde
kullanilmaya baglanmigtir. Bunu elektronikte kisaca lamba olarak
adlandirilan elektron tipunin kullaniimasi takip etmigtir. 1950’li yillarda
yariiletken teknolojisinin gelismesiyle diyot ve transistor elemani sayisal
elektronik devrelerde, elektron tupl ve elektromekanik malzemelerin
yerine yaygin olarak kullaniimaya baglamigtir. Daha sonraki asamalar ise
1970’li yillarda ayrik olarak direng, diyot ve transistor kullanilan lojik
devreler tumlesik devreler haline getirilmisti. 1980°li yillarda ise
programlanma oOzelligine sahip sayisal elektronik islemci ve denetleyici
timlesik devreleri kullaniimigtir.
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Sekil 1-3 Sayisal Tumlesik Devrelerin Lojik Gerilim Seviyeleri
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Tablo 1-1 Sayisal Tumlesik Devre Teknolojileri

Giig Surme Galisma Hizi Vo
Lojik Aile  Gikis Yil Teknoloji  Harcamasi (-lon / lo,) (ns) Standart Paket Tipleri  Giiriiltii
TTL 1968 Bipolar Yuksek -15/24 18 DIP, SO <08V
S 1974 Bipolar Yiiksek -15/64 9 DIP, SO <08V
LS 1976 Bipolar Orta -15/24 18 DIP, SO <08V
ALS 1979 Bipolar Orta -15/24 10 DIP, SO, SSOP <08V
HC/HCT 1975 CMOS -Duigtk -8/18 25 DIP, SO <1V
F 1983 Bipolar |+ Yiiksek -15/64 6.5 DIP, SO, SSOP <08V
AS 1982 Bipolar  |+Yiiksek | -15/64 6.2 DIP, SO <08V
FCT 1986 CMOS Dusiik -32/64 6.5/4.8 DIP, SO >2V
BCT 1987 +Digtik -15/64 55 DIP, SO <08V
AC/ACT 1985 CMOS Dusgiik 24 /24 10 DIP, SO *>2V
ABT 1990 1 Dusik -32/64 4.1 DIP, SO, SSOP, TSSOP <08V
FCT-T 1991 CMOS Diigiik -32/64 6.5/4.8/4.1 | DIP, SO, SSOP, QSOP <1V
LVT 1992 M - Dugtik -32/64 42 SO, SSOP, TSSOP <08V
LVC / ALVC 1993 CMOS --Dustik | -24/24 7/36 SO, SSOP, TSSOP <08V
ETL/ABTE 1993 Diigiik -60/90 46 SSOP, TSSOP <08V
CBT 1994 A Diisik 0 250 ps SOIC, SSOP, TSSOP <08V
AHC/AHCT 1996 CMOS - Diislik -8/8 85 DIP, SOIC, SSOP, TSSOP | <1V
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1.2.1. Sayisal Tiimlesik Devre Uretim Teknolojisi
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Sekil 1-4 Yariiletken Yonga Uretim basamaklari
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Sekil 1-5'de n-kanal ve p-kanal MOS transistorlarin sayisal lojik
devrelerde ¢ok kullanilan ug¢ ve besleme baglantilari gosterilmistir. Bunun
yaninda her iki tip MOS transistorun kullanildigi CMOS DEGIL kapisinin
i¢ devresi verilmistir.
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Sekil 1-5 MOS transistorlar ve CMOS timleyen kapisi
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Sekil 1-6’de ise MOS transistorlarin ve CMOS timleyen kapisinin yonga tasarim
grafikleri, yariiletken devrenin fabrikasyon asamalarindaki kesitleri ve

aciklamalari gérulmektedir.
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Sekil 1-6 Yonga tasarim .@Bzx_m: ve CMOS timleyen kapisi tasarimi
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